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CAPACITATS PREVIES

Coneixement basic de les propietats electroniques dels semiconductors i estructures basades en semiconductors

METODOLOGIES DOCENTS

Classes teoriques: 39 h

Sessions de laboratori: 9 h

Localitzacio de les sessions de laboratori: UAB, CNM, URV - online
Treball autonom de L'estudiant: 90 h

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. Ser capac de reconeixer i idear possibles solucions als reptes de la industria microelectronica en el context de I'escalat de
transistors.

2. Ser capag de dissenyar un transistor amb bones propietats per aconseguir unes prestacions de circuit especifiques en aplicacions
digitals/analogiques/RF tot reconeixent el compromis existent entre dissipacid de potencia i rendiment.

3. Ser capag d'extreure parametres del model de transistor per a una tecnologia de fabricacié determinada.

4. Adquirir habilitat practica en la caracteritzacié de dispositius fets en tecnologies de transistors existents.

HORES TOTALS DE DEDICACIO DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge
Hores aprenentatge autonom 102,0 68.00

Hores grup petit 9,0 6.00

Hores grup gran 39,0 26.00

Dedicaci6 total: 150 h
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CONTINGUTS

Dispositius Semiconductors

Descripcio:

*Fisica del MOSFET

Breu repas de la fisica del MOSFET de canal llarg. Efecte de canal curt. Transport a camps elevats. Disseny del perfil de dopatge
del canal i tensio llindar del MOSFET. Degradacié i ruptura del MOSFET a camps elevats.

*Factors que determinen el rendiment de la tecnologia CMOS
Escalat del MOSFET. Elements basics del circuit CMOS. Elements parasits: resisténcia S/D, resisténcia G, capacitancies parasites,
interconnexié R i C. Retard CMOS i sensibilitat als parametres del dispositiu. Factors de rendiment del FET dins de circuits RF.

*Factors que determinen el rendiment dels FET a les memories.
SRAM, DRAM, memoria no volatil: velocitat de la memoria, temps de retencid, resilieéncia, dissipacié d'energia, tensions
d'alimentacié, tamany de la cel-la de memoria, propietats d'escalat.

*Silici sobre aillant (SOI) i FET de porta multiple

SOI MOSFET: Tecnologia de fabricacio. Avantatges clau respecte a la tecnologia CMOS bulk. Fisica i enginyeria del SOI MOSFET al
context de I'escalat. FET de porta multiple (FInFET, Nanosheet FET, Vertical Nanowire FET): tecnologia de fabricacié. Avantatges
clau. Fisica i enginyeria del FET de porta multiple al context de I'escalat.

*Enginyeria del FET

Innovacions tecnologiques per aprofitar els beneficis de I'escalat: materials tensats, dieléctrics d'alta k, eléctrodes de porta
metal-lics, SOI de capa ultraprima, arquitectures de porta multiple, materials II1I-V, materials de baixa dimensionalitat, CMOS de
baixa T.

*Connectant la tecnologia FET amb el rendiment del circuit
Modelat compacte per a analisi de DC, analisi en freqliéncia, analisi transitoria, i analisi de soroll. Extraccié de parametres

*Altres direccions de recerca en dispositius i transistors avangats

HEMT per a RF i circuits de poténcia. BICMOS per a aplicacions analogiques i de senyal mixta. FET tunel per a aplicacions de
commutacié de baixa potencia. Direccions de recerca des de la perspectiva del dispositiu: full de ruta per a aplicacions
logiques/memories/analogiques/RF.

Dedicacié: 48h
Grup gran/Teoria: 39h
Grup petit/Laboratori: 9h

SISTEMA DE QUALIFICACIO

Avaluacié de l'assignatura: treball de curs (40%) + examen individual (60%)
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